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(57) Abstract: The invention relates to a method of producing a single-crystal rod, in particular of silicon, by means of a pulling device
(110) of a crystal-pulling device (100), wherein the crystal-pulling device (100) defines a point of pendular rotation D through which
a defined axis of pendular rest for the crystal runs substantially along a vertical axis , wherein, during at least one pulling process, the
actuation of the pulling de vice (110) by a control device (120) is used to pull a substantially successively progressing single-crystal-rod
section with an accompanying substantially successively progressing associated single-crystal length from a melt according to a settable,
variable target pulling rate of the pulling device (110) to produce the single-crystal rod. During at least one phase of the pulling process,
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such a specifically selected, variable setting of the target pulling rate is undertaken by way of a specifically selected actuation of the
pulling device (110) by the control device (120) that, after each change in the setting of the target pulling rate has been made for the
continuation of the pulling process, maximum pendular deflections of the progressing single-crystal-rod section, based on the axis of
pendular rest for the crystal, are obtained as a function of the progressing pulling time and/or progressing single-crystal length, of which
the magnitudes and/or differential magnitudes from successive magnitudes are reduced at least in phases.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Einkristallstabs, insbesondere aus Silizium, mit-
tels einer Ziehvorrichtung (110) einer Kristallziehvorrichtung (100), wobei ein Pendeldrehpunkt D durch die Kristallziehvorrichtung
(100) definiert wird, durch welchen im Wesentlichen entlang einer Hohenachse eine definierte Kristallpendelruheachse verlauft, wobei
wahrend wenigstens eines Ziehprozesses iiber die Ansteuerung der Ziehvorrichtung (110) mit einer Steuervorrichtung (120) ein im
Wesentlichen sukzessiv fortschreitender Einkristallstababschnitt mit einer einhergehenden im Wesentlichen sukzessiv fortschreitenden
zugeordneten Einkristalllinge aus einer Schmelze gemih einer einstellbaren, veranderbaren Soll-Ziehgeschwindigkeit der Ziehvorrich-
tung (110) zu dem Einkristallstab gezogen wird. Wahrend wenigstens eines Zeitabschnittes des Ziehprozesses wird eine derart geziel-
te, verdnderbare Einstellung der Soll-Ziehgeschwindigkeit tiber eine gezielte Ansteuerung der Ziehvorrichtung (110) tiber die Steuer-
vorrichtung (120) vorgenommen, dass sich jeweils nach einer vorgenommenen verdnderten Einstellung der Soll-Ziehgeschwindigkeit
fiir den weiter folgenden Ziehprozess maximale, auf die Kristallpendelruheachse bezogene, Pendelauslenkungen des fortschreitenden
Einkristallstababschnitts als Funktion der fortschreitenden Ziehzeit und/oder fortschreitenden Einkristallldinge ausbilden, deren Betrige
und/oder deren Differenzbetrage aus aufeinanderfolgenden Betrdgen, wenigstens abschnittsweise reduziert sind.



